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低位错密度锗单晶片腐蚀坑密度

（EPD）的测量方法

1　 范围

本标准规定了低位错密度锗单晶片的腐蚀坑密度（EPD）的测量方法。

本标准适用于测试位错密度小于1000个/cm2、直径为100mm的圆形锗单晶片的位错腐蚀坑密度。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5252  锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法
GB/T 8760  砷化镓单晶位错密度的测量方法
3　 术语及定义

GB/T 8760界定的术语和定义适用于本文件。
4　 方法提要

锗单晶片经化学腐蚀法显示位错腐蚀坑后，经显微镜观察，用单位面积的腐蚀坑数目表示位错密度Nd。位错密度Nd按式（1）计算：
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式中：

Nd——位错密度，单位为个每平方厘米（个/cm2）；
n——穿过视场面积S的腐蚀坑数目，单位为个；
S——视场面积，单位为平方厘米（cm2）。
5　 设备和仪器

显微镜，测量视场应为1mm2或更大。
为精确测量EPD，应用—“标准尺寸”精确测量视场面积。

6　 测量步骤

6.1　 试样制备

本标准不包括锗单晶片的制备，如晶片切割、抛光以及蚀坑腐蚀等。锗单晶片的制备方法可以参考GB/T 5252进行。
6.2　 选择测量点
6.2.1  直径100 mm锗单晶片的测量点见图1。对直径100mm锗单晶片，方格边长为13mm，总测量点37个。测量点19在晶片中心。6.2.2  各测量点位于每个方格的中心。
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图1　 100mm锗单晶片测量点
6.3　 记录腐蚀坑数目
对各个测量点视场面积内的腐蚀坑（其中心在测量视场内）进行计数。如果腐蚀坑之间间隔太近而难以计数，可提高放大倍数。计数完毕后，记录腐蚀坑数目和显微镜的放大倍数。

7　 测试结果的计算

每个测量点视场内的EPD是所计数的蚀坑总数除以面积:  

n

Nd= -  

S

式中：

S——视场面积，单位为平方厘米（cm2）；

N——穿过视场面积S的位错密度数目。
注：如果测量视场的边长为1mm，则其面积为1mm x 1mm = 0.01cm2。

8　 精密度

所有位置上EPD的平均值，允许误差不大于10%；

较小面积上EPD的平均值，允许误差不大于15%；

在整个晶片上EPD的平均值，允许误差不大于20%。

9　 试验报告

试验报告应包括以下内容：

a) 试样编号；

b) 本标准编号；

c) 试验结果：报告EPD测试结果可有几种形式：

1) 所有位置上EPD的平均值；

2) 较小面积上的平均值；

3) 在整个晶片上EPD的分布图；
d) 试验者和试验日期等。
2

_1493616107.unknown

